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グラフェンナノリボン(GNR)は、幅や端構造に依存したユニークな電気的・磁気的特性より、

大きな注目を集めてきた。現在、様々な作製方法が報告されているが、異方性エッチングは絶縁

体基板上に直接 GNRを作製するために効果的な手法である。従来の報告では、剥離グラフェンの

フレークからジグザグ型の GNR を作る際に水素プラズマが使われていた[1]。一方、近年、Luo

等により水蒸気を用いてエッチングにより、グラファイトに選択的にアームチェア端が生成する

ことが報告された[2]。この結果を利用し、本研究では、水蒸気による異方性エッチングを用い、

絶縁性基板上でのアームチェア型 GNRの作製を試みた。 

グラフェンはメタンを用いた化学気相成長(CVD)法により銅箔上に成長し、ポリマーを利用し

てシリコンや窒化ホウ素等の基板上に転写した。転写したグラフェンは、水蒸気雰囲気にて 800

～900 ℃で 15~30分の加熱を行った。AFM像（Fig. 1a）より、グラフェンが異方的にエッチング

され、一部では 2つの穴の間に長さ 20 nm程度の GNRが形成された様子が観察された。高さプロ

ファイル（Fig.1b）より、この GNRは、幅が 20 nm程度、高さが単層に相当する約 0.4 nmである

ことが分かる。エッチング前後ではラマンスペクトルの大きな変化などは観察されなかった

(Fig.1c)。これは、エッチングはグラフェンの端で優先的に起こっていることを示唆している。こ

れらの結果は、水エッチングが絶縁体上グラフェンの加工、そして構造制御された GNR作製の有

効な手法となることを示している。  

 

Fig. 1(a) AFM image of graphene after the annealing under water vapor. (b) Height profile of the dotted line in 

(a). (c) Raman spectra of graphene before and after the etching. 
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